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１．概要（Summary） 

窒素ブースト大気圧熱プラズマジェット(NB-TPJ)を用

いて 4H-SiCにイオン注入したリンの高速活性化に取り組

んだ。その結果、到達温度 1400℃で昇降温時間が 20 ミ

リ秒という非常に高速なアニール時間で不純物の活性化

がなされることを確認した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

ダイサー 

イオン注入装置 

ホール効果測定装置 

 

【実験方法】 

4H-SiC ウェハに基板温度 300 oC、総ドーズ量 1.0 × 

1016 cm-2、深さ 300 nmのボックスプロファイルを形成す

る条件にてイオン注入を行った。続いてダイサーにより 5 

x 5 mm2の正方形にカットし、NB-TPJ と横方向リニアス

キャンを組み合わせ、スキャン速度 100~200mm/s の範

囲で不純物活性化アニールを行った。その後、評価用の

NiSi 電極を形成し、ホール効果測定装置を用いて電気

特性を評価した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

抵抗率とキャリア密度のスキャン速度依存性を Fig. 1

に示す。従来の 20秒間程度のTPJアニール方法と同等

の抵抗率を示した。[1] また、スキャン速度を増加させるこ

とで抵抗率が低く、キャリア密度が高くなる傾向が得られ

た。一方で電子の Hall 移動度はスキャン速度依存性が

無いことから急冷却による活性化率促進が示唆される。 

 

Fig. 1 Resistivity and carrier concentration 

dependency on scanning speed. 
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・参考文献：[1] K Maruyama, et,al, Jpn. J. Appl. 
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